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ES 2363540 T3

DESCRIPCION
Maquina de serigrafia y célula de bateria solar

Campo Técnico

La presente invencion se refiere a una maquina de serigrafia y una célula solar producida por la maquina de serigra-
fia.

Técnica_anterior

Un procedimiento de serigrafia es utilizado para producir electrodos en una célula solar y en una unidad de visuali-
zacion, tal como una pantalla de cristal liquido, una pantalla de plasma, y una pantalla electro luminiscente organica
(EL). En el procedimiento de serigrafia, se utiliza una mascara de impresién formada con un patrén predeterminado
sobre la misma. La mascara de impresion se coloca a una distancia predeterminada de un objeto que se va a impri-
mir colocado en un marco de impresion, y se suministra una pasta que incluye un material del electrodo en la
mascara de la impresion. La pasta se extiende sobre la mascara de impresion por medio de una rasqueta, y
solamente la pasta en un area de malla es aplicada al objeto que se va a imprimir. La pasta aplicada al objeto que se
va a imprimir se estufa a una temperatura predeterminada que depende del material del electrodo, y de esta manera
se forma el electrodo.

El marco de impresion utilizado para la serigrafia incluye una superficie del marco y un conducto de vacio. La super-
ficie del marco esta formada con una pluralidad de orificios de succién y el objeto que se va a imprimir se coloca
sobre la superficie del marco. El conducto de vacio comunica con los orificios de succion, y esta formado dentro de
un cuerpo principal del marco de impresion por debajo de la superficie del marco. El marco de impresién alinea y fija
el objeto que se va a imprimir por medio del contacto por vacio del objeto que se va a imprimir con la superficie del
marco que incluye los orificios de succion, que utilizan una tuberia de vacio conectada al conducto de vacio.

Para formar el electrodo sobre un sustrato de la célula solar por el procedimiento de serigrafia, el objeto que se va a
imprimir se coloca inmediatamente en la superficie del marco que incluye los orificios de succion. Cuando la célula
solar se agrieta durante un proceso de impresion, los desechos de la célula solar o un coagulo de la pasta de impre-
sion son aspirados desde el orificio de succion al interior del marco de impresion dentro del orificio de succion y del
conducto de vacio. Después del secado natural, el estado de vacio es finalizado forzadamente soplando aire en los
orificios de vacio para eliminar el sustrato antes de colocar otro sustrato en el marco de impresion. En este momento,
el codgulo de pasta o los desechos de la célula salen del orificio de succién y se colocan entre la superficie del mar-
co y el sustrato, dafiando de esta manera el sustrato de la célula solar que se va a imprimir.

El documento de patente 1 describe una tecnologia para proporcionar una esponja como almohadilla debajo de una
placa de circuito impreso (PCB) que se va a imprimir de manera que la pasta de soldadura se imprima uniforme-
mente en la PCB y las partes de la PCB no resulten dafiadas.

Documento de patentes 1: patente japonesa abierta a consultas por el pablico, nimero H04 - 199895

El documento WO 00/21347 Al desvela un procedimiento y un aparato para la fabricacién de una placa de circuito.
El citado aparato contiene un mecanismo de succion cubierto por un miembro poroso, sobre el cual se dispone un
sustrato con orificios para llenarse con un material conductor. El material conductor es aplicado por medio de una
rasqueta.

Divulgacién de la invencién

Problema gue debe ser solucionado por la invencién

Sin embargo, aunque la esponja esta provista por debajo del objeto que se va a imprimir de acuerdo con el docu-
mento de patente 1, la esponja provista entre el marco de impresion, incluyendo una pluralidad de orificios de suc-
cion y una célula solar que se va a imprimir, ocluye los orificios de succion e impide el contacto por vacio. Por esta
razon, la tecnologia divulgada en el documento de patente 1 no puede ser aplicada a la maquina de serigrafia que
incluye el marco de impresion que utiliza el contacto por vacio.

La presente invencion se realizé en consideracion de los problemas que se han descritos mas arriba, y es un objeto
de la presente invencién proporcionar una maquina de serigrafia y una célula solar, que tienen una capacidad de
prevenir que el objeto que se va imprimir sea dafiado por particulas extrafias, tales como residuos o un coagulo de
pasta y mejorar el rendimiento de la produccion.

Medio para solucionar el problema

El objeto que se ha mencionado mas arriba se consigue por la maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindica-
cion 1. Mejoras ventajosas son proporcionadas por las reivindicaciones dependientes.
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Para solucionar los problemas que se han mencionado con anterioridad y para alcanzar el objeto, una maquina de
serigrafia de acuerdo con un aspecto de la invencion incluye un marco de impresion que incluye una superficie del
marco que tiene una pluralidad de orificios de succion, y fija un objeto que se va a imprimir sobre la superficie del
marco por contacto por vacio; una mascara de impresion para la formacién de un patron de electrodos predetermi-
nado en el objeto que se va a imprimir, que esta fijada al marco de impresion; y una rasqueta que aplica una canti-
dad predeterminada de presion a una pasta de metal repartida sobre la mascara de impresion, para imprimir el
patron del electrodo en el objeto que se va a imprimir. Se proporciona un cuerpo poroso entre el objeto que se va a
imprimir y el marco de impresién.

Efecto de la invencién

De acuerdo con un aspecto de la invencion, un cuerpo poroso que se encuentra entre el objeto que se va a imprimir
y el marco de impresién, cubre los orificios de succién mientras se encuentra en contacto por vacio con el objeto
gue se va a imprimir, con lo que evita que las particulas extrafias entren en el marco de impresion, y evita de manera
fiable que las particulas extrafias salgan del marco de impresion para alojarse entre el marco de impresion y el obje-
to que se va a imprimir y dafien el marco de impresion durante la operacion de impresion en serie. Como resultado,
el rendimiento de la produccién se mejora. Por otra parte, no hay necesidad de cambiar el proceso de produccion
convencional, y por lo tanto, se producen buenos productos, con un bajo costo.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1 es una vista superior de una célula solar que incluye electrodos producidos por una maquina de serigrafia
de acuerdo con la presente invencién;

La figura 2 es una vista inferior de la célula solar que se muestra en la figura 1;
La figura 3 es una vista en seccion transversal de la célula solar tomada por la linea A - A;

La figura 4 - 1 es una vista en seccién transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 1);

La figura 4 - 2 es una vista en seccion transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 2);

La figura 4 - 3 es una vista en seccion transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 3);

La figura 4 - 4 es una vista en seccion transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 4);

La figura 4 - 5 es una vista en seccién transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 5);

La figura 4 - 6 es una vista en seccion transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 6);

La figura 4 - 7 es una vista en seccion transversal para explicar un procedimiento de produccion de la célula solar
(Parte 7);

La figura 5 - 1 es una vista en planta de un ejemplo de un patrén de mascara de impresion para la formacién de un
electrodo de aluminio trasero;

La figura 5 — 2 es una vista en planta de un ejemplo de un patron de mascara de impresién para la formacion de un
electrodo de plata trasero;

La figura 5 - 3 es una vista en planta de un ejemplo de un patrén de méascara de impresion para la formacién de un
electrodo de plata de superficie delantera;

La figura 6 es una vista en seccion transversal de una maquina de serigrafia de acuerdo con una realizacion de la
presente invencion;

La figura 7es una vista en seccion transversal de una maquina de serigrafia convencional, y
La figura 8 es una vista en seccion transversal de una maquina de serigrafia de

Explicaciones de las letras o nimeros

1: Marco de impresion

2: Orificio de succion



10

15

20

25

30

35

40

4a:
4b -

20:
21:
22
23,23a:
24
25:
25a:
26 :
26a:
27 :
27a:
28 :
28a:
29:
31:
33 :
51:
53:
61:

ES 2363540 T3

Superficie del marco

Mascara de impresion

Abertura

Enmascaramiento

Conducto de vacio

Tuberia de vacio

Pelicula porosa (cuerpo poroso)

Placa de sujecién

Pinza

Cinta de fijacion

Objeto que se va a imprimir (célula solar)
Substrato de semiconductor

Substrato de silicio de tipo p

Capa de difusién de tipo n

Recubrimiento antirreflectante

Electrodo de rejilla de plata delantero
Patron de electrodo de rejilla de plata delantero
Electrodo bus de plata delantero

Patron de electrodo bus de plata delantero
Electrodo de aluminio trasero

Patrén de electrodo de aluminio trasero
Electrodo de plata trasero (pasta de plata)
Patrén de electrodo de plata trasero
Capap +

Bastidor de la méscara de impresion
Rasqueta

Coagulo de pasta

Desechos de substrato

Grieta

Mejor (es) modo (s) para realizar la invencién

Realizaciones ejemplares de una maquina de serigrafia y de una célula solar de acuerdo con la presente invencion
se explicaran a continuacién en detalle, con referencia a los dibujos adjuntos. La presente invencion no se limita a la

realizacién que se explica a continuacion.

Antes de explicar una configuracion de la maquina de serigrafia de acuerdo con la presente invencion, se explicaran

una configuracion y un proceso de produccién de la célula solar.

Una configuracién de una célula solar de silicio se explica haciendo referencia a las figuras 1, 2 y 3. La figura 1 es
una vista superior de la célula solar, la figura 2 es una vista inferior de la célula solar, y la figura 3 es una vista en
seccion transversal de la célula solar tomada por la linea A - A. Una célula solar 20 incluye, como se muestra en las
figuras 1, 2 y 3, un sustrato de silicio 22 de tipo p como substrato de semiconductor, una capa de difusion 23 de tipo
n en la que se invierte el tipo de la conductividad en la superficie del sustrato de silicio 22 de tipo p, una capa 29 p+

4
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que incluye impurezas pesadas, un substrato de semiconductor 21 que puede realizar la conversién fotoeléctrica y
que incluye el sustrato de silicio 22 de tipo p, la capa de difusién 23de tipo n, y la capa 29p+, un recubrimiento anti-
rreflectante 24 que se proporciona en una superficie fotosensible del substrato de semiconductor 21 y evita la re-
flexion de la luz incidente, un electrodo de rejilla de plata delantero 25 provisto en la superficie fotosensible para
recoger localmente la electricidad generada por el substrato de semiconductor 21, un electrodo de bus de plata de-
lantero 26 sustancialmente ortogonal al electrodo de rejilla de plata delantero 25 para extraer la electricidad recogida
por electrodo de rejilla de plata delantero 25 , un electrodo de aluminio trasero 27 que cubre sustancialmente una
superficie trasera del substrato de semiconductor 21 para extraer la electricidad generada por el substrato de semi-
conductor 21 y reflejar la luz incidente, y un electrodo de plata trasero 28, que recoge la electricidad generada en el
electrodo de aluminio trasero 27.

En la célula solar 20 configurada como se ha indicado mas arriba, cuando la luz solar irradia una interfaz p - n (una
interfaz entre un sustrato de silicio de tipo p y un sustrato de silicio de tipo n) de la superficie fotosensible de la célula
solar 20, se generan agujeros y electrones. Debido a que el campo eléctrico en la interfase p - n, el movimiento de
electrones generados hacia la capa de difusién 23 de tipo n, y los agujeros se mueven hacia la capa 29 p +. Cuando
los electrones en exceso entran en la capa de difusién 23 de tipo n y los agujeros en exceso entran en la capa 29 p
+, se genera la energia fotovoltaica. La energia fotovoltaica circula para polarizar hacia delante la unién p - n. Esto
hace que el electrodo de bus de plata delantero 26 conectado a la capa de difusion 23 de tipo n sea un polo negativo
y el electrodo de plata trasero 28 conectado a la capa 29 p+ sea un polo positivo, y la corriente circula a través de
un circuito fuera de la célula solar (no mostrada) .

Un ejemplo de un procedimiento de produccion de la célula solar 20 se explica de acuerdo con las figuras 4 -1 a5 -
3. Como se muestra en la figura 4 - 1, se prepara el substrato de silicio 22 de tipo p que ha sido acabado superfi-
cialmente (limpiado, desbastado y otros procesos similares en la superficie). A continuacién, como se muestra en la
figura 4 - 2, una capa de difusion 23a de tipo n, con la conductividad térmica invertida por la difusién térmica de
fésforo, se forma en la superficie del sustrato de silicio 22 de tipo p. En general, se utiliza oxicloruro de fésforo
(POC13) como fuente de difusién del fosforo.

Después de proteger una superficie principal del substrato de silicio 22 de tipo p con fotoresistente, como se muestra
en la figura 4 - 3, la superficie del sustrato de silicio 22 de tipo p es grabada por laser o similar, de manera que la
capa de difusion 23 de tipo n permanezca solamente en la superficie principal, y el fotoresistente se elimina utilizan-
do disolventes orgénicos o similares. Después de eso, como se muestra en la figura 4 - 4, el recubrimiento antirre-
flectante 24, que consiste en 6xido de silicio, nitruro de silicio, éxido de titanio, o similares, se forma en la superficie
de la capa de difusion 23 de tipo n con un espesor uniforme por medio de un procedimiento de formacion de pelicula,
tal como por deposicién quimica de vapor (CVD).

Como se muestra en la figura 4 - 5, un patrén de electrodo de aluminio trasero 27a se forma en la superficie trasera
del sustrato de silicio 22 de tipo p por serigrafia. En este momento, se aplica una pasta de aluminio sobre la superfi-
cie posterior del substrato de silicio 22 de tipo p usando una mascara de impresion 4 que se muestra en la figura 5 -
1. La mascara de impresion 4 incluye una abertura 4a correspondiente a una posicion de un patron de electrodo que
no esta cubierta por la resina, y un enmascaramiento 4b cubierto por la resina. El electrodo se forma correspondien-
do a la forma del patrén de la abertura 4a. Después de secar el patron de electrodo de aluminio trasero 27a, como
se muestra en la figura 4 - 6, el patron de electrodo de plata trasero 28a se forma en la superficie trasera por seri-
grafia. En este momento, la pasta de plata se aplica al sustrato de silicio 22 de tipo p formado en el patron de elec-
trodo de aluminio trasero 27a, usando la mascara de impresion 4 que se muestra en la figura 5 — 2, para formar un
patrén que corresponde a la abertura 4a.

Después de secar el patrén de electrodo de plata trasero 28a, el sustrato de silicio 22 tipo p es volteado, la pasta de
plata se aplica a la capa antirreflectante 24 como se muestra en la figura 4 — 7 por serigrafia, y la pasta de plata se
seca. En este momento, la pasta de plata se aplica a la capa antirreflectante 24 usando la méascara de impresion 4
como se muestra en la figura 2 - 3. Como resultado, se forman selectivamente un patrén de electrodo de rejilla de
plata delantero 25a y un patrén de electrodo de bus de plata delantero 26a en el recubrimiento antirreflectante 24.

Los patrones de electrodo en la superficie delantera y en la superficie trasera que incluyen el patron de electrodo de
rejilla de plata delantero 25a, el patron del electrodo de bus de plata delantero 26a, el patron de electrodo de alumi-
nio trasero 27a, y el patron de electrodo de plata trasero 28a se estufan a una temperatura de 700 a 900 grados
Celsius durante unos pocos minutos, al mismo tiempo. Debido al estufado, mientras el recubrimiento antirreflectante
24 se estéa derritiendo debido al material de vidrio en la pasta de plata que forma el patron de electrodo de rejilla de
plata delantero 25a y el patron de electrodo de bus de plata delantero 26a en la superficie delantera del sustrato de
silicio 22 de tipo p, el material de plata en la pasta de plata entra en contacto con el silicio en la capa de difusion 23
de tipo n en la parte superior del substrato de silicio 22 de tipo p y coagula de nuevo. Esto asegura la continuidad
eléctrica entre los electrodos de plata delantero (el electrodo de rejilla de plata delantero 25 y el electrodo de bus de
plata delantero 26) y la capa de difusién 23 de tipo n que incluye silicio. Ademas, debido al estufado, se forma el
electrodo de aluminio trasero 27, y el patrén de electrodo de aluminio trasero 27a reacciona con el silicio en el sus-
trato de silicio 22 de tipo p para formar la capa 29 p + entre el sustrato de silicio 22 de tipo p y el electrodo de alumi-
nio trasero 27. Como resultado, se forman el electrodo de rejilla de plata delantero 25, el electrodo de bus de plata
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delantero 26, el electrodo de aluminio trasero 27, y el electrodo de plata trasero 28, y se produce la célula solar 20
configurada como se muestra en las figuras 1, 2y 3.

Una configuracion de una maquina de serigrafia de acuerdo con la presente invencién se explica haciendo referen-
cia a la figura 6. La figura 6 indica un estado de la maquina de serigrafia cuando esta formando el patron de electro-
do de plata trasero 28a, que se muestra en la figura 4 - 6. La maquina de serigrafia incluye un marco de impresion 1,
la méascara de impresion 4, una pelicula porosa 6, una placa de sujecién 7, una pinza 8, un bastidor de impresion 31,
y una rasqueta 33.

El marco de impresién 1 incluye una superficie 3 del marco formada por una pluralidad de orificios de succién 2 para
fijar la célula solar 20 que se va a imprimir, y un conducto de vacio 5 formado en un cuerpo principal por debajo de la
superficie 3 del marco en comunicacion con los orificios de succién 2. El conducto de vacio 5 esta conectado a una
bomba de vacio (no mostrada) a través de una tuberia de vacio 5. En el marco de impresion 1, la célula solar 20
esté alineada y fijada por medio de contacto por vacio con la célula solar 20 situada en la superficie 3 del marco por
medio de dos orificios de succion, el conducto de vacio 5, y otros elementos similares.

En la célula solar 20 fijada en el marco de impresion 1, la mascara de impresion 4 estirada en el bastidor 31 de la
mascara de impresion se coloca a una distancia predeterminada de la célula solar 20 alineada con la misma. La
pasta de plata para formar el electrodo de plata trasero 28 es finamente repartida sobre una superficie de la mascara
de impresion 4 que esta orientada a la rasqueta 33. Al aplicar la rasqueta 33 una cantidad predeterminada de pre-
sion a la mascara de impresion 4 y al deslizarse en la direccién de la flecha en la figura, la pasta de plata 28 es em-
pujada hacia la célula solar 20 a través de la abertura 4a de la mascara de impresién 4, y se imprime un patrén de
electrodo deseado.

La maquina de serigrafia incluye la pelicula porosa (cuerpo poroso) 6, como papel o pelicula de polimero entre la
superficie 3 del marco del marco de impresién 1y la célula solar 20 para absorber por vacio la célula solar 20 que se
va a imprimir. Como medios de fijacidn para fijar la pelicula porosa 6 al marco de impresién 1, se proporcionan la
placa de sujecién 7 que sujeta un borde de la pelicula porosa 6 y la pinza 8 que fija la placa de sujecion 7 al marco
de impresion 1.

Como se ha descrito mas arriba, debido a que la maquina de serigrafia incluye la pelicula porosa 6 en el marco de
impresion 1, la succién de los desechos de la pasta o de la célula en el orificio de succién 2 se puede prevenir mien-
tras se realiza el contacto por vacio con la célula solar de 20 que se va a imprimir. Como resultado, si el substrato
de semiconductor 21 de la célula solar 20 se agrieta o la pasta mancha el marco de impresion 1 durante la impresion,
los desechos no entran en el sistema de tuberia de vacio del marco de impresién 1. No hay particulas extrafias que
se soplen del sistema de tuberia de vacio cuando se fuerza al aire a liberar la condicion por vacio después de un
contacto por vacio del substrato de semiconductor 21 y la impresion en la misma para realizar la impresion en serie,
y por lo tanto no hay particulas extrafias presentes en el marco de impresion 1 y el substrato de semiconductor 21
no se agrieta durante la impresion.

El resultado de considerar diversos materiales como pelicula porosa 6 se describe a continuacion. Un criterio para el
uso de un material como pelicula porosa 6 es que el substrato de semiconductor 21 no se mueva durante la impre-
sion, y se confirme que el material puede ser utilizado si la presién por vacio es por lo menos de 30 kilopascales en
la etapa en la que se suministran al menos 60 kilopascales de presion por vacio. El papel de caligrafia japonesa
comercialmente disponible, papel normal, papel limpio, papel de arroz, y papel de dibujo fueron evaluados para su
uso como material de pelicula porosa 6, y el resultado mostré que todos ellos pueden ser utilizados, excepto el papel
de dibujo. La impresioén se realiza sin problema con un grosor del papel no menor de 0,01 mm y no mayor de 1 mm.
Como ejemplo de cuerpo poroso de pelicula de polimero, se probé Sun Mapa, una pelicula porosa de polietileno de
peso molecular ultra alto de Nitto Denko Corporation, y la impresion tuvo éxito con el espesor de la lamina no menor
de 0,1 mm y no mayor de 2 mm. Mediante el uso de la pelicula porosa 6 hecha de un material de este tipo, la rela-
cion de grietas en la célula durante la produccion de la célula solar se ha reducido un 0,2%.

Una configuracion de una maquina de serigrafia convencional en la que el substrato de semiconductor 21 de la célu-
la solar 20 se coloca inmediatamente en el marco de impresion 1 sin la pelicula porosa 6, se muestra en la figura 7.
En el caso, el sustrato se puede agrietar debido a un coagulo de pasta 51 y un sustrato de residuo 53 entra en los
orificios de succion 2 y en el conducto de vacio 5 en el sistema de tuberia de vacio, el coagulo de pasta 51 y los
desechos de sustrato 53 pasan a través de los orificios de succidon 2 en los momentos de contacto por vacio y la
liberacion de la condicién por vacio y se colocan en la parte superior del marco de impresion 1, o la superficie del
marco de impresion 1 es rayada cuando el substrato de semiconductor 21 se agrieta y produce polvo metalico (no
mostrado) del marco en la superficie del marco de impresiéon 1.

Aungque la placa de sujecion 7 y la superficie superior del substrato de semiconductor 21 estan en el mismo nivel en
la configuracién que se muestra en la figura 6, si la diferencia de altura entre los dos esta dentro de 0,2 mm, se pue-
den reducir los problemas tales como que la pasta 28 no alcance el substrato de semiconductor 21 fallando la im-
presion incluso si la rasqueta 33 es presionada hacia abajo, que la rasqueta 33 golpee contra el substrato de semi-
conductor 21 rompiendo la mascara de impresion 4, y que la rasqueta 33 agriete un borde del substrato de semicon-
ductor 21.
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Entre un tipo de maquinas de impresién que realizan la impresidn superpuesta alineando con precision el substrato
de semiconductor 21, hay una maquina de impresién que incluye un dispositivo de camara de carga acoplada (CCD)
o un fotosensor en el marco de impresion 1 para detectar una sombra o un borde de la sombra del substrato de
semiconductor 21. Tal tipo de maquina de impresion puede utilizar un material transparente como pelicula porosa 6,
de manera que la luz pueda penetrar en la pelicula porosa 6 y el fotosensor pueda operar.

Una configuracion que se muestra en la figura 8 incluye una cinta de fijacion 9 en lugar de la placa de sujecion 7 y la
pinza 8 que fija la pelicula porosa 6 al marco de impresién 1 en la maquina de impresién que se muestra en la figura
6, y la cinta de fijacion 9 soporta y fija el borde de la pelicula porosa 6. La configuracién es simple, y la pelicula poro-
sa 6 puede ser soportada con facilidad.

Aplicabilidad industrial

Como se ha descrito mas arriba, la maquina de serigrafia de acuerdo con la presente invencién es Util para una
magquina de serigrafia que imprime un patrén de electrodo en un objeto que va a ser impreso, tal como la célula solar.
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REIVINDICACIONES

Una maquina de serigrafia, que comprende:

un marco de impresioén (1) que incluye una superficie (3) del marco que tiene una pluralidad de ori-
ficios de succion (2), y fija un objeto (20) que va a ser impreso en la superficie (3) del marco por
contacto por vacio;

una mascara de impresion (4) para formar un patron de electrodo predeterminado en el objeto (20)
que se va a imprimir fijado al marco de impresion (1);

una rasqueta (33) que aplica una cantidad de presién predeterminada a una pasta de metal espar-
cida en la mascara de impresién (4), para imprimir el patron de electrodo en el objeto (20) que se
va a imprimir; y

un cuerpo poroso (6), dispuesto entre el objeto (20) que se va a imprimir y el marco de impresién

@,
que se caracteriza porque

la maquina de serigrafia comprende, ademas, un medio de fijacion (7, 8, 9) para sujetar un borde
del cuerpo poroso (6) entre el medio de fijacion (7, 8, 9) y el marco de impresion (1).

La maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindicacién 1, en la que

el cuerpo poroso (6) es un papel.

La maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindicacién 2, en la que

el papel es uno de entre un papel de escritura japonesa, un papel normal, un papel limpio, un papel
japonés.

La maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindicacién 2, en la que

el grosor del papel es igual o superior a 0,01 mm e igual o inferior a 1,00 mm.

La maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindicacion 1, en la que

el cuerpo poroso (6) es un polimero.

La maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindicacién 5, en la que

el cuerpo poroso (6) es transparente.

La maquina de serigrafia de acuerdo con la reivindicacién 1, en la que

la diferencia entre la altura de la unidad de medio de fijacion (7) y la altura de la superficie superior
del objeto (20) que se va a imprimir se encuentra dentro de 0,2 mm.
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